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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aus-
richten eines Halbleiterchips, der mit Hilfe eines Re-
paratursystems repariert werden soll. Außerdem be-
zieht sich die Erfindung auf ein Laser-Reparaturtar-
get zur Laserreparatur eines Halbleiterchips, das für 
das Ausrichten verwendet werden soll.

[0002] Zum Reparieren eines Zellenausfalls von 
Halbleiterchips wird üblicherweise ein Reparatursys-
tem verwendet. Bei Reparieren wird zuerst ein Wafer, 
d.h. ein Halbleiterchip, auf das Reparatursystem ge-
legt und dann einem Laser ausgesetzt, so daß ein 
Ausrichten des Halbleiterchips mit dem Reparatur-
system überprüft werden kann.

[0003] Dieses Ausrichten schließt ein Fokussieren 
zum Justieren der Höhe des Halbleiterchips über 
dem Reparatursystem ein, damit die Höhe einer ge-
forderten Höhe entspricht, ferner ein Ausrichten in 
X-Richtung zum Kompensieren eines Versatzes für 
die Bewegung des Lasers in X-Richtung, eine Aus-
richtung in Y-Richtung zum Kompensieren eines Ver-
satzes für die Bewegung des Lasers in Y-Richtung 
und ein winkeliges Ausrichten (Theta-Ausrichten) 
zum Kompensieren eines Versatzes von einem Dreh-
zentrum des Reparatursystems und des Halbleiter-
chips. Das Fokussieren, X-Ausrichten, Y-Ausrichten 
und Theta-Ausrichten werden für jeden Halbleiter-
chip durchgeführt. Gegenwärtig werden Repara-
turtargets verwendet, die an den Ecken jedes Halblei-
terchips geformt sind, um eine richtige Gestalt zu ha-
ben.

[0004] Falls ein präzises Ausrichten zwischen dem 
Reparatursystem und dem Halbleiterchip durchge-
führt ist, wird der Laser über den Halbleiterchip abge-
tastet, um festzustellen, ob ein Zellenfehler im Halb-
leiterchip vorliegt. Auch wenn eine Zelle mit nur ei-
nem Bit ausgefallen ist, wird die Linie einschließlich 
der fehlerhaften Zelle als schlecht eingestuft. Das be-
deutet, daß ein Redundanzkreis geändert wird, um 
die fehlerhafte Linie durch eine übrige Zelle zu erset-
zen.

[0005] In der Praxis wurde bei einem solchen La-
ser-Reparaturverfahren kürzlich ein Verfahren mit 
Adressenunterdrückung anstelle einer typischen De-
kodiermethode verwendet. Bei der Adressenunter-
drückungsmethode ist es möglich, einen Laser-Re-
paraturprozeß nach dem Passivieren durchzuführen. 
In diesem Fall wird eine Polstermaske (PAD-Maske) 
vorgesehen, um das Gebiet um jedes Target zu ät-
zen, und zwar beim Polsterätzen (PAD-Ätzen) für ein 
Ausrichten des Targets.

[0006] Im folgenden wird ein typisches derartiges 
Ausrichten eines Halbleiterchips in Verbindung mit 
Fig. 1 beschrieben.

[0007] Fig. 1 ist eine vergrößerte Ansicht eines 
Halbleiterchips 1, der auf einem zeichnerisch nicht 
dargestellten Reparatursystem zum Laser-Reparie-
ren aufliegt. Fig. 1 zeigt, daß der Halbleiterchip 1 an 
jeder Ecke ein Laser-Reparaturtarget 2 hat, das im 
wesentlichen eine L-Form hat.

[0008] In Fig. 1 bezeichnet der Pfeil a diejenige 
Richtung, in der ein Fokussieren erfolgt, der Pfeil b 
die Richtung des Ausrichtens in X-Richtung, der Pfeil 
c die Richtung des Ausrichtens in Y-Richtung und der 
Pfeil d die Richtung des Ausrichtens in Theta-Rich-
tung (Winkel-Richtung), welches dem Ausrichten in 
Y-Richtung folgt.

[0009] Beim Ausrichten wird der Laser zu einem 
Endtarget 2 links oben in X-Richtung angelenkt, um 
einen Versatz für die Bewegung des Lasers in 
X-Richtung zu messen. Durch Kompensation des 
Versatzes erfolgt das Ausrichten in X-Richtung. An-
schließend wird der Laser zum links oben angeord-
neten Endtarget 2 in Y-Richtung abgelenkt, um einen 
Versatz für die Bewegung des Lasers in Y-Richtung 
zu messen. Durch Kompensation des Versatzes er-
folgt die Ausrichtung in Y-Richtung.

[0010] Anschließend wird der Laser zu einem End-
target 2 rechts oben in Y-Richtung abgelenkt, um ei-
nen Versatz für die Bewegung des Lasers in Y-Rich-
tung zu messen.

[0011] Unter der Annahme, daß Yoffy [μm] der Ver-
satz beim Ausrichten in Y-Richtung in Pfeilrichtung c 
ist und Yoffy [μm] der Versatz beim Ausrichten in Pfeil-
richtung d ist und Xgap [μm] die Differenz in absolutem 
Wert zwischen den jeweiligen X-Koordinaten in Pfeil-
richtung c und d ist, so wird der Wert Theta durch die 
folgende Gleichung ausgedrückt: 

Theta = (Yoffy + Yofft)/Xgap [Micro Radian]

[0012] Der Wert Theta entspricht im wesentlichen 
dem Sinus Θ (die Einheit von Θ ist Radian), weil der 
Abstand zwischen gegenüber liegenden Targets 2
viel länger als Yofft ist. Entsprechend kann das The-
ta-Ausrichten durch Rotieren des Systems um einen 
geeigneten Winkel erfolgen, um den Versatz zu kom-
pensieren.

[0013] Andererseits zeigt Fig. 2 das Gebiet einer 
Region 3, die bei einem Polster-Ätzprozeß (PAD-Ätz-
prozeß) geätzt worden ist, wobei die jeweiligen Län-
gen des Targets 2 in X-Richtung und in Y-Richtung 50 
μm sind. Wenn jeweilige Längen jedes Targets 2 in 
X-Richtung und in Y-Richtung 50 μm betragen, so be-
trägt die Fläche der Ätzregion 3 im allgemeinen 100 
μm × 100 μm. Diese Fläche ist eine geeignete Flä-
che, um das Ausrichten von Targets genau durchzu-
führen, welche Fläche dem Vierfachen der Fläche je-
des Targets 2 entspricht.
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[0014] Weil jedes Target beim Stand der Technik 
L-förmig ist, kann aber das Ausrichten nur durch vier 
Verfahrensschritte durchgeführt werden, d.h. Fokus-
sieren, X-Ausrichten, Y-Ausrichten und Theta-Aus-
richten, und dies für jeden Halbleiterchip. Als Ergeb-
nis ist festzustellen, daß das Ausrichten viel Zeit be-
nötigt, wodurch die Produktivität beträchtlich verrin-
gert wird. Weiterhin nimmt jede Ätzregion 3 einen we-
sentlichen Teil der Fläche eines Halbleiterchips ein, 
weil sie etwa dem Vierfachen der Fläche jedes Tar-
gets 2 entspricht.

[0015] Nach einem anderen Prinzip sind ein be-
kanntes Verfahren und optisch abgetastete Targets 
auf einem Wafer konzipiert, bei denen zwei Target-
mustergebiete auf dem Wafer aufgebracht sind und 
der Wafer bezüglich einer an die Targetmuster ange-
paßten Lochmaske in drei Achsen nach einem Kom-
pensationsprinzip mit einer Steuerung ausgerichtet 
werden, in der X-Signale, Y-Signale und Theta-Sig-
nale gleichzeitig gebildet werden können (US 3 660 
157). Die Targetmuster können schachbrettartig oder 
als parallele Stangen ausgebildet sein. Das System 
funktioniert im wesentlichen analog, weil die durch 
die verschiedenen Fenster der Lochmaske abtastba-
ren Targetabschnitte unterschiedlicher Helligkeit mit-
einander verglichen und auf Null kompensiert wer-
den. Dem Verfahren haften die bekannten Nachteile 
analoger Signalverarbeitung an, wobei es insbeson-
dere auf die Kontrastabstufungen der Targetmuster 
ankommt.

[0016] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, ein genaues, zuverlässiges Verfahren zum 
Ausrichten eines Halbleiterchips vorzuschlagen, der 
mit Hilfe eines Reparatursystems repariert werden 
soll, sowie ein Laser-Reparaturtarget zur Verwen-
dung für dieses Verfahren, mit denen die Zeit verrin-
gert werden kann, die zum Ausrichten des Halbleiter-
chips, der repariert werden soll, benötigt wird, und mit 
denen die Ätzfläche verringert wird, die zum Ausrich-
ten des Laser-Reparaturtargets benötigt wird, wo-
durch die Produktivität von Halbleiterchips verbessert 
wird und wodurch die Gesamtfläche jedes Halbleiter-
chips verringert wird.

[0017] Unter einem Aspekt sieht die Erfindung ein 
Verfahren zum Ausrichten eines Halbleiterchips, der 
mit Hilfe eines Reparatursystems repariert werden 
soll, mit den Verfahrensschritten gemäß Anspruch 1 
vor.

[0018] Unter einem anderen Aspekt der Erfindung 
ist ein Laser-Reparaturtarget zur Laserreparatur ei-
nes Halbleiterchips mit den Merkmalen des An-
spruchs 4 vorgesehen.

[0019] Weitere vorteilhafte Merkmale gehen aus 
den Unteransprüchen hervor.

[0020] Die Ziele und Merkmale der Erfindung sind 
weiterhin in der folgenden Beispielsbeschreibung er-
läutert. Es zeigt:

[0021] Fig. 1 vergrößert eine Ansicht zur Erläute-
rung eines üblichen Verfahrens zum Ausrichten eines 
Halbleiterchips, der mit einem Reparatursystem re-
pariert werden soll;

[0022] Fig. 2 eine teilweise vergrößerte Ansicht zur 
Erläuterung von Ätzregionen des Halbleiterchips 
nach Fig. 1;

[0023] Fig. 3A–Fig. 3D und Fig. 4A–Fig. 4D An-
sichten zur Darstellung verschiedener praktischer 
Anwendungen von Laser-Reparaturtargets nach der 
Erfindung, wobei die Fig. 3A–Fig. 3D X-Ab-
tast-Grundtargets zeigen und die Fig. 4A–Fig. 4D
Y-Abtast-Grundtargets;

[0024] Fig. 5A und 5B sind Ansichten zur Erläute-
rung anderer praktischer Verwendungen eines La-
ser-Reparaturtargets nach der Erfindung, wobei 
Fig. 5A ein Target vom Stangentyp zum Berechnen 
eines Versatzes beim Ausrichten in X-Richtung zeigt, 
während 5B ein Target vom Stangentyp zum Berech-
nen eines Versatzes beim Ausrichten in Y-Richtung 
zeigt;

[0025] Fig. 6 ist eine Ansicht eines Halbleiterchips 
nach der Erfindung;

[0026] Fig. 7 sind Ansichten zur Erläuterung des 
Verfahrens zum Ausrichten eines Halbleiterchips, der 
mit einem Reparatursystem repariert werden soll, 
und zwar in Übereinstimmung mit einer Ausführungs-
form nach der Erfindung;

[0027] Fig. 8 ist eine Ansicht zur Erläuterung eines 
Verfahrens zum Ausrichten eines Halbleiterchips, der 
mit einem Reparatursystem repariert werden soll, 
und zwar bei einer anderen Ausführungsform nach 
der Erfindung.

[0028] In Fig. 3A–Fig. 3D sind Grundtargets 10, 20
in Dreiecksform gezeigt, die einem vorbestimmten 
Gradienten haben, um gleichzeitig in X-Richtung und 
in Y-Richtung ausrichten zu können, und zwar in 
Übereinstimmung mit der vorliegenden Erfindung. Es 
wird bevorzugt, wenn die Grundtargets 10, 20 recht-
winklige Dreiecke sind. Abermals bevorzugt wird es, 
wenn sie die Form von rechtwinkligen gleichschenk-
ligen Dreiecken haben.

[0029] Das bedeutet, daß das Grundtarget 10 zum 
Abtasten in X-Richtung vier Grundtargetteile 11–14
hat, die als rechtwinklige, gleichschenklige Dreiecke 
geformt sind und die in verschiedene Richtungen 
weisen, wie dies die Fig. 3A und Fig. 3D zeigen. Das 
Grundtarget 10 zum Abtasten in X-Richtung weist 
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auch vier Ätzregionen 51–54 auf, die insgesamt als 
Pos. 50 bezeichnet sind, von denen jede ein erstes 
Teil aufweist, das eine Breite (beispielsweise 40 μm) 
hat, die identisch mit der Basislänge (beispielsweise 
40 μm) des Grundtargets 10 ist, weiterhin einen zwei-
ten Teil mit einer Breite (beispielsweise 20 μm), die 
der Hälfte der Basislänge des Basistargets 10 ent-
spricht, und einen dritten und vierten Teil, die jeweils 
eine Breite (beispielsweise 5 μm) haben entspre-
chend einem Achtel der Basislänge des Basistargets 
10. Der erste Teil und der zweite Teil sind an der lin-
ken bzw. rechten Seite des Basistargets vorgesehen 
oder auch umgekehrt. Der zweite Teil und der vierte 
Teil sind an der oberen bzw. unteren Seite des Basis-
targets vorgesehen bzw. umgekehrt.

[0030] Andererseits weist das Basistarget 20 zum 
Abtasten in Y-Richtung, das ein Fluchten entspre-
chend dem Abtasten in Längsrichtung durchführt, 
vier Basistargetteile 21–24 auf, die als rechtwinklige, 
gleichschenklige Dreiecke geformt sind und die in 
verschiedene Richtungen weisen, wie in den 
Fig. 4A–Fig. 4D gezeigt ist. Das Y-Abtast-Basistar-
get 20 hat ebenfalls vier Ätzregionen 61 bis 64, die 
insgesamt als Pos. 60 bezeichnet sind, und die je-
weils einen ersten Teil mit einer Breite (beispielswei-
se 40 μm) identisch der Basislänge (beispielsweise 
40 μm) des Basistargets 20 hat, einen zweiten Teil 
mit einer Breite (beispielsweise 20 μm) entsprechend 
der Hälfte der Basislänge des Basistargets 20 und ei-
nen dritten und einen vierten Teil, die jeweils eine 
Breite (beispielsweise 5 μm) entsprechend einem 
Achtel der Basislänge des Basistargets 20 haben. 
Der erste Teil und der zweite Teil sind an der oberen 
bzw. unteren Seite des Basistargets oder rechts oder 
umgekehrt angeordnet. Der zweite Teil und der vierte 
Teil sind links und rechts des Basistargets angeord-
net oder umgekehrt.

[0031] Zum Theta-Ausrichten sind Targets 30, 40
vom Stangentyp vorgesehen. Fig. 5A zeigt, daß das 
Target 30 vom Stangentyp zum X-Ausrichten länglich 
geformt ist. Das heißt, es ist eine vertikale Stange 
vorgesehen mit einer vorbestimmten Höhe (bei-
spielsweise 40 μm) und mit einer vorbestimmten 
Breite (beispielsweise 10 μm). Rings um das Target 
30 ist eine Ätzregion 70 geformt, die ein Paar erste 
Teile mit einer vorbestimmten Breite hat (beispiels-
weise 45 μm) und die sich links und rechts des Tar-
gets erstrecken, und ein Paar zweite Teile mit vorbe-
stimmter Breite (beispielsweise 5 μm), angeordnet 
über und unter dem Target 30.

[0032] Fig. 5B zeigt, daß das Target 40 zum Aus-
richten in Y-Richtung als quer angeordneter Stangen 
ausgebildet ist mit vorbestimmter Höhe (beispiels-
weise 10 μm) und mit vorbestimmter Breite (bei-
spielsweise 40 μm). Rings um das Target 40 ist eine 
Ätzregion 80 ausgebildet, die ein Paar erster Teile mit 
vorbestimmter Breite (beispielsweise 5 μm) hat, die 

sich links und rechts des Targets 40 erstrecken, und 
ein Paar zweiter Teile mit vorbestimmter Breite (bei-
spielsweise 45 μm), die sich über und unter dem Tar-
get 40 befinden.

[0033] Die jeweiligen Abmessungen der Basistar-
gets 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 und der Stangen-
targets 30, 40 sowie der Ätzgebiete 50 (51, 52, 53
und 54), 60 (61, 62, 63 und 64), 70 und 80 sind prak-
tische Werte, wie sie üblicherweise beim Laserrepa-
rieren verwendet werden. Diese Abmessungen kön-
nen bei Wunsch geändert werden.

[0034] Fig. 6 zeigt einen Halbleiterchip 90 mit La-
ser-Reparaturtargets nach der Erfindung. Fig. 6
zeigt, daß der Halbleiterchip 60 eine Ausbildung hat, 
bei der Grundtargets 10, 20 und Stangentargets 30, 
40 nach Fig. 3–Fig. 5 selektiv an den vier Ecken A–D 
geformt sind. Der Halbleiterchip 90 sollte wenigstens 
ein Grundtarget 10 oder 20 haben und wenigstens 
ein Stangentarget 30, 40.

[0035] Wenn ein Grundtarget 10 zum Abtasten in 
X-Richtung vorgesehen ist, d.h. eines der Targetteile 
11–14, und zwar an einer Ecke, dann wird es bevor-
zugt, wenn beim Halbleiterchip 90 an der anderen 
Ecke des Chips das Stangentarget 30 nach Fig. 5A
vorgesehen ist. Hat andererseits der Halbleiterchip 
90 ein Grundtarget 20 zum Y-Abtasten (d.h. eines der 
Targetteile 21–24) an einer Ecke, so wird es bevor-
zugt, wenn an der anderen Ecke des Chips das Stan-
gentarget 40 nach 5B vorgesehen ist. In beiden Fäl-
len kann der Halbleiterchip 90 an den verbleibenden 
beiden Ecken beliebige Targettypen haben, die unter 
den Targets 10, 20, 30, 40 ausgewählt sind.

[0036] Im folgenden wird das Ausrichten bei einer 
Ausführungsform der Erfindung beschrieben, und 
zwar in Verbindung mit einem Fall, bei dem das 
Grundtarget 10 zum X-Abtasten nach Fig. 3A und 
das Stangentarget 30 nach Fig. 5A ausgewählt wer-
den.

[0037] In diesem Fall ist die Breite des Grundtargets 
10 = 2 × (Xrig – Xlef)/4, wobei vorausgesetzt wird, daß
in der Y-Koordinate Y 0 und in der X-Koordinate X 0 
dem Mittelpunkt des Grundtargets 10 entsprechend 
und (Ylef + Ybor)/2 bzw. Xlef + (Xrig + Xlef)/4 betragen.

[0038] Ein Versatz Xoffset in X-Richtung, der als X-Ab-
tastung ausgeführt wird in einer Richtung entspre-
chend dem Pfeil d unter dieser Bedingung entspricht 
der Differenz zwischen Xlef ( = Xbot) und einer Target-
kante Xedge beim praktischen Scannen. Der Versatz 
Xoffset kann durch |Xlef – Xedge| ausgedrückt werden.

[0039] Andererseits entspricht ein Versatz Yoffset in 
Y-Richtung der Differenz zwischen der Targetbreite 
und der Breite beim praktischen Scannen. Dement-
sprechend ist es möglich, gleichzeitig in X- und in 
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Y-Richtung auszurichten.

[0040] Nach dem Ausrichten in X- und in Y-Richtung 
erfolgt das Theta-Ausrichten, und zwar mit Hilfe des 
Grundtargets 10 und des Stangentargets 30. Dieses 
Theta-Ausrichten erfolgt auf herkömmliche Art und 
Weise.

[0041] Das bedeutet, daß das Theta-Ausrichten da-
durch erfolgt, daß der Wert von Theta dadurch be-
rechnet wird, daß der Versatz Xofft in X-Richtung ver-
wendet wird, der vom X-Ausrichten des Stangentar-
gets 30 erhalten wird, ferner der Versatz in X-Rich-
tung Xoffy, der vom X-Ausrichten des Grundtargets 10
erhalten wird, sowie die Differenz Ygap (absoluter 
Wert) zwischen dem Basistarget 10 und dem Stan-
gentarget 30, und zwar wie folgt: 

Theta = (Xofft + Xoffy)/Ygap [Micro Radian].

[0042] Andererseits wird im folgenden ein Ausrich-
ten in Bezug auf einen optionalen Winkel Θ des 
Grundtargets 10 in Verbindung mit Fig. 8 beschrie-
ben.

[0043] Fig. 8 zeigt das Verfahren zum Berechnen 
des Versatzes Xoffset in X-Richtung, wobei der Winkel 
Θ ein optionaler Winkel abweichend von 45° ist. Dies 
ist derselbe Winkel wie bei der vorstehend erläuter-
ten Ausführungsform der Erfindung. Andererseits 
kann der Versatz Yoffset in Y-Richtung wie folgt berech-
net werden:  
Unter der Annahme, daß die Pfeilrichtung e in Fig. 8
eine ideale X-Abtastrichtung ist und die Pfeilrichtung 
f in Fig. 8 eine aktuelle X-Abtastrichtung ist, gilt die 
folgende Gleichung: 

tan Θ = (Xrig + Xlef)/(Ylef + Ybot) = Breite (h)offset/Yoffset.

[0044] Durch diese Gleichung kann also der Versatz 
Yoffset berechnet werden, wobei Yoffset = Breite (h)off-

set/tan Θ ist. Dadurch kann also das Ausrichten in 
Y-Richtung erfolgen.

[0045] Wie vorstehend erläutert, kann ein gleichzei-
tiges Ausrichten in X-Richtung und in Y-Richtung da-
durch erfolgen, daß das X-Abtasten oder das Y-Ab-
tasten verwendet wird, welches durch Verwendung 
dreieckiger Targets und Stangentargets in Überein-
stimmung mit der Erfindung durchgeführt wird. Zum 
Ausrichten in X-Richtung und zum Ausrichten in 
Y-Richtung erfordert der Stand der Technik Abtasten 
sowohl in X- wie auch in Y-Richtung, wobei Ätzregio-
nen rings um Targets zum X-Abtasten und zum Y-Ab-
tasten notwendig sind, und zwar beim X-Abtasten 
und beim Y-Abtasten. Beim Stand der Technik wer-
den wenigstens vier Ätzregionen benötigt, die links 
oben, rechts oben, links unten und rechts unten an 
den vier Ecken jedes Targets vorgesehen sind. Bei 
der Erfindung aber verringert sich die Fläche der Ätz-

region um 50%, verglichen mit dem Stand der Tech-
nik, und zwar bei Verwendung von Grundtargets, weil 
das X-Ausrichten und das Y-Ausrichten gleichzeitig 
erfolgen, wozu lediglich ein X-Abtasten oder ein 
Y-Abtasten notwendig sind. Bei der Verwendung von 
Stangentargets zum Theta-Ausrichten kann die Ätz-
region etwa auf 55% verringert werden.

[0046] Aus der vorstehenden Beschreibung geht 
hervor, daß erfindungsgemäß ein Verfahren zum 
Ausrichten eines Halbleiterchips vorgeschlagen wird, 
wobei Grundtargets verwendet werden, die als recht-
winklige Dreiecke geformt sind, sowie Stangentar-
gets, wodurch das X-Ausrichten und das Y-Ausrich-
ten gleichzeitig erfolgen. Dadurch ist es möglich, die 
für das Ausrichten des zu reparierenden Halbleiter-
chips notwendige Zeit zu verringern, wodurch die 
Produktivität von Halbleiterchips erhöht wird und wo-
durch die Gesamtfläche jedes Halbleiterchips verrin-
gert wird. Weil das Ätzgebiet auf 50% bei Grundtar-
gets und auf 55% bei Stangentargets verringert wer-
den kann, ist es möglich, kompaktere Halbleiterchips 
vorzusehen.

[0047] Vorstehend wurden bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung erläutert. Der Fachmann 
weiß aber, daß man davon in zahlreicher Art und Wei-
se abweichen kann, und zwar durch Abänderungen, 
Zufügungen und Substitutionen, ohne daß man dabei 
vom Erfindungsgedanken abweicht.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Ausrichten eines Halbleiter-
chips, der mit Hilfe eines Reparatursystems repariert 
werden soll, bei dem ein Grundtarget auf dem Halb-
leiterchip mit einem Laser entweder in einer X-Rich-
tung oder in einer Y-Richtung abgetastet wird, um 
Versätze sowohl in X-Richtung als auch in Y-Rich-
tung zu berechnen, und bei dem Versätze in X-Rich-
tung und Y-Richtung auf der Basis jeweiliger Unter-
schiede in X-Koordinate und Y-Koordinate zwischen 
Mittelpunkt X- und Y-Koordinaten und X- und Y-Koor-
dinaten beim momentanen Abtasten berechnet wer-
den und bei dem das Ausrichten in X-Richtung und in 
Y-Richtung gleichzeitig erfolgt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß beim Abtasten des Grundtargets in 
X-Richtung abgetastet wird, um das Grundtarget in 
Querrichtung abzutasten.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß beim Abtasten des Grundtargets in 
Y-Richtung abgetastet wird, um das Grundtarget in 
Längsrichtung abzutasten.

4.  Laser-Reparaturtarget zur Laserreparatur ei-
nes Halbleiterchips, dadurch gekennzeichnet, daß
wenigstens ein Grundtarget zum Fokussieren und 
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Bestimmen einer X-Ausrichtung und einer Y-Ausrich-
tung vorgesehen ist und an einer ausgewählten Ecke 
des Halbleiterchips angeordnet ist, und daß wenigs-
tens ein stangenförmiges Target vorgesehen ist, das 
zum Bestimmen der Theta-Ausrichtung geeignet ist 
und an einer ausgewählten Ecke des Halbleiterchips 
angeordnet ist, wobei das wenigstens eine Grundtar-
get als ein rechtwinkliges gleichschenkliges Dreieck 
geformt ist.

5.  Laser-Reparaturtarget nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das wenigstens eine 
Grundtarget ein X-Abtast-Grundtarget zum Abtasten 
des Halbleiterchips in Querrichtung aufweist oder ein 
Y-Abtast-Grundtarget zum Abtasten des Halbleiter-
chips in Längsrichtung.

6.  Laser-Reparaturtarget nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das stangenförmige Tar-
get ein X-Abtast-Stangentarget zum Abtasten des 
Halbleiterchips in Querrichtung aufweist oder ein 
Y-Abtast-Stangentyp-Target zum Abtasten des Halb-
leiterchips in Längsrichtung.

7.  Laser-Reparaturtarget nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Laser-Reparaturtar-
get wenigstens ein X-Abtast-Grundtarget oder ein 
Y-Abtast-Grundtarget sowie wenigstens ein X-Ab-
tast-Stangentarget oder ein Y-Abtast-Stangentarget 
aufweist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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